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Исследовано влияние энергии электронного облучения на образование дефектов на поверхности фторида лития методом ВИМС [1] и спектроскопии полного тока [2].
При облучении электронами с энергией до 1000 эВ, образуется большое количество кластерных дефектов, коллоидов и нейтрализованных анионных комплексов, которые распыляются с поверхности вместе с кластерами. Проведенные исследования в кристалле LiF при электронном облучении показали, что работает электронный механизм образования дефектов на поверхности, эффект ионизации электроном в структуре ионного кристалла приводит к удалению электрона с внешней оболочки фтора, что вызывает релаксацию электронно-дырочных пар, сопровождающуюся образованием дефектов на поверхности. Энергетические зависимости показали, что при облучении выше 600 эВ наблюдается разложение коллоидов и микроскопических агрегатов галогена на поверхности.
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